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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor structure (100) that comprises a useful layer (10) made of monocrystalline
semiconductor material and extending along a main plane (X, y), a support substrate (30) made of semiconductor material, and an
interface area (20) between the useful layer (10) and the support substrate (30), the support substrate extending parallel to the main plane
(X, ¥), the structure (100) being characterised in that the interface area (20) comprises nodules (21) that: - are electrically conductive,
in that they contain a metal material forming ohmic contact with the useful layer (10) and the support substrate (30); - have a thickness,
along an axis (z) normal to the main plane (X, y), of less than or equal to 30 nm; - are separate or adjoining, the separate nodules (21)
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being separated from each other by regions (22) of direct contact between the useful layer (10) and the support substrate (30). The
invention also relates to a method for manufacturing the structure (100).

(57) Abrégé : L'invention concerne une structure semi-conductrice (100) comprenant une couche utile (10) en matériau semi-conducteur
monocristallin, s'étendant selon un plan principal (x,y), un substrat support (30) en matériau semi-conducteur, et une zone d'interface
(20) entre la couche utile (10) et le substrat support (30), s'étendant parallélement au plan principal (x,y), la structure (100) étant
remarquable en ce que la zone d'interface (20) comporte des nodules (21) : - conducteurs électriques, comprenant un matériau métallique
formant un contact ohmique avec la couche utile (10) et avec le substrat support (30), - présentant une épaisseur, selon un axe (z) normal
au plan principal (x,y), inférieure ou égale a 30nm, - disjoints ou accolés, les nodules (21) disjoints étant séparés les uns des autres par
des régions de contact direct (22) entre la couche utile (10) et le substrat support (30). L'invention concerne également un procédé de
fabrication de ladite structure (100).



